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В пособии содержатся основные принципы работы различных видов 
энергонезависимой полупроводниковой памяти компьютеров: постоянного 
запоминающего устройства (ПЗУ, ROM), перепрограммируемого ПЗУ (ППЗУ, PROM) 
и энергонезависимой перезаписываемой памяти: электрически программируемого 
ПЗУ (ЭППЗУ, EPROM), электрически стираемого программируемого ПЗУ (ЭСППЗУ, 
EEPROM), флеш-памяти и ферроэлектрической оперативной памяти (FRAM). 
Особое внимание уделено основам построения и функционирования флеш-
памяти, как одной из основных современных технологий полупроводниковой 
памяти. 

Предназначено для студентов естественнонаучных факультетов. 
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